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1. 緒言 
我々は，多様なペロブスカイト型酸化物を薄

膜化させ，これを柔軟で曲げ伸ばし可能なフレ
キシブルプリント基板(FPC)に転写させること
で，フレキシブルなペロブスカイト型酸化物薄
膜の作製を目指している．しかし，ペロブスカ
イト型酸化物薄膜のエピタキシャル成長に必
要な成膜温度は 500℃以上の高温であるため，
耐熱性がない FPC 上に直接成膜できない問題
点がある．これまでに，耐熱性のある SrTiO3 
(STO) (100)単結晶基板上に水溶性犠牲層
Sr3Al2O6 (SAO)(1)，ペロブスカイト型酸化物
Pb(Zr, Ti)O3 (PZT)エピタキシャル薄膜，Pt バッ
ファ層を成膜し，Pt 表面と FPC 間を導電性銅
箔(Cu)両面テープで接着させ，SAO 薄膜の純
水エッチングによる転写プロセスを確立する
ことで，フレキシブル化を可能にした．また，
得られたフレキシブル PZT エピタキシャル薄
膜で，残留分極 5.6 μC/cm2のヒステリシスルー
プを得ることに成功している(2)． 
しかし，純水エッチングによる犠牲層 SAO

薄膜の溶解時に PZT 薄膜がダメージを受けて
いる恐れがある．そこで本研究では，犠牲層
SAO 薄膜の溶解から PZT 薄膜を保護する目的
で，PZT 薄膜と SAO 薄膜間にバッファ層を用
いることを検討している．今回は，転写プロセ
スによって作製されたフレキシブルなエピタ
キシャル PZT 薄膜の，P-E ヒステリシス測定
を行い，保護バッファ層の効果を調べた． 
 
2. 実験方法 
パルスレーザ堆積法にて STO(100)単結晶基

板上に水溶性犠牲層 SAO，バッファ層 SrRuO3 
(SRO)，PZT を順に成膜し，エピタキシャル成
長させた．さらに，剥離やクラックの抑制に有
効である Pt 薄膜をその上に堆積させた．
Pt/PZT/SRO/SAO 各層の膜厚は，60/200/200/40 
nm である．次に Cu 両面テープを用いて，こ
の試料をFPCに接着し，純水エッチングによっ
て犠牲層 SAO 薄膜を溶解させた．その後，FPC
に転写されたエピタキシャル PZT (001)薄膜上
部に Pt 電極を作製し，バッファ層の有効性と 
P-E ヒステリシス測定を行った．また，SAO
エッチングに対するバッファ層 SRO の効果を
調べた． 
 
3. 実験結果 
 転写前後における PZT 薄膜の X 線回折
(XRD)パターンを Fig. 1 に示す．転写後の FPC
上に[001]配向したエピタキシャルPZT 薄膜の

転写に成功した． Fig. 2 (b)に示す通り，転写
後の薄膜表面に剥離やクラックは見られな
かった．また，残留分極 17.8 µC/cm2のヒステ
リシスループが得られた．当日はバッファ層
SRO の有効性について報告する． 
 
4. 結言  
ペロブスカイト型酸化物のエピタキシャル

薄膜をフレキシブル化する転写プロセス改善
について議論する． 
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Fig. 1 エピタキシャル SRO/PZT 薄膜の(a) 

転写前と(b) 転写後の XRD パターン 

 
Fig. 2 転写後の PZT 薄膜の(a) 表面写真と
(b)光学顕微鏡像 
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